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(57) Abstract: The invention relates to a radiation-emitting thin-film semiconductor chip comprising an epitaxial multilayer struc- 
ture (12) that contains an active, radiation-generating layer (14) and is provided with a first main surface (16) and a second main 
55 surface (18) which faces away from the first main surface and is used for decoupling the radiation generated in the active, radi- 
ation-generating layer. Additionally, the first main surface (16) of the multilayer structure (12) is coupled to a reflective layer or 
interface while the area (22) of the multilayer structure, which borders the second main surface (18) of the multilayer structure, is 
one-dimensionally or two-dimensionally structured with convex elevations (26). 
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[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung offenbait einen strahlungsemittierenden Diinnschicht-Halbleiterchip mit einer epitakti- 
schen Mehrschichtstruktur (12), die eine aktive, strahlungserzeugende Schicht (14) enthalt und eine erste Hauptflache (16) und eine 
der ersten Hauptflache abgewandte zweite Hauptflache (18) zum Auskoppeln der in der aktiven, strahlungserzeigenden Schicht er- 
zeugten Strahlung aufweist Weiter ist die erste Hauptflache (16) der Mehrschichtstruktur (12) mit einer reflektierenden Schicht 
bzw. Grenzflache gekoppelt, und der an die zweite Hauptflache (18) der Mehrschichtstruktur angrenzende Bereich (22) der Mehr- 
schichtstruktur ist ein- oder zweidimensional mit konvexen Erhebungen (26) strukturiert ist. 


